TRANZYSTORY p-n-p
O AF426, AF427, AF428, AF429 i AF430

Tranzystory germanowe stopowo-dyfuzyjne malej mocy
wielkiej czestotliwo$ci.

Tranzystory AF426 i AF427 sg przeznaczone do stosowa-
nia we wzmacniaczach poéredniej czestotliwosci w tran-
zystorowych odbiornikach AM/FM oraz we wzmacnia-
czach w.cz. i mieszaczach odbiornikéw tranzystorowych
z zakresem fal krétkich, §rednich i diugich. Tranzystory
AF428, AF429 i AF430 sg przeznaczone do stosowania we
wzmacniaczach po$redniej czestotliwo$ci w odbiornikach
tranzystorowych AM oraz w ukladzie mieszacza odbior-
nikéw tranzystorowych z zakresem fal §rednich i diugich.
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Tranzytor w obudowie metalowej TO5(CE21)

DANE TECHNICZNE

Wartosci dopuszezalne parametrow eksploatacyjnych

Napiecie kolektor-baza —Ucg 20 v
Napiecie kolektor-

-emiter —Uczs 20 \'A
Napiecle emiter-baza —Ugpy 1 v
Prad kolektora —Ic 10 mA
Temperatura zlgcza t; 348 K

(75 °C)
Zakres temperatury
skladowania sty 218..343 K
(—55...+170°C)
Moc strat kolektora )
pPrzy toms = 298 K P¢ 50 mwW
(25°C)

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna
zlgcze-otoczenie Ringj—ey <1000 K/W

3 Elementy p6iprzewodnikowe

TRANZYSTOR AF426

Parametry statyczne

przy tams = 298 K
(25°C)

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucp =6V —Icpg
przy —Ucg =6V,
tumb =343 K (70°C) —Icso

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =50 pA,

Ig=0 ~Usricao

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy — Ic =350 p4,

Rpg =10 —Usr)ces

Napigcie przebicia
emiter-baza
przy —Iz =50pA,

~Ic=0 —UsrEso

Parametry dynamiczne

przy tams = 298K
(25°C)

Czestotliwo$é gra-
niczna
przy —Ucg =86V,
—~I c=1 mA,
f =20 MHz fr

Wspblezynnik
szumoéw
przy —Ucg =6V,
—Ic=1 mA,
f=0,5 MHz,
Ry =500 Q F

Warto§é malosygna-
towa wspbtczyn-
nika wzmocnienia

pradowego*

przy —~Ucg =6V,

—Ic =1 mA,

f=1kHz h21ekl. 11
k1. II1
kl. IV

3-74/1

SWW 1156-213

min, typ.
— 1,5
— 40
20 —_
20 —
1 —_—
min. typ.
40 75
—_ 3
30 —
40 —
100 —

maks.

8 nA
350 nA
-— v
— v
— v
maks.,

-~ . MHz
— dB
60 —
120 —_
300 —

* Podzialu na klaéy dokonuje sie na 2yczenie odbiorcy okreslcne

w zaméwieniu,
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Parametry czwornikowe

Punkt pracy: —Ucg=86V,

Admitancja wej$cio-
wa
Yite = gret o Cne g1e

Clle
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yize = Gr2e+ i Crze g12e

Cize
Modut admitancii
przenoszenia
w przéd [Yate]
Admitancja wyj§cio-
wa
Yae = gogetjw Coee  G22e
Cage

—I¢c=1mA,f=05MHz

min., typ. maks.
— 045 — mS
— 75 — pF

- 02 —_ usS

— 1,5 — pF
— 35 — mS
—_ 1,5 —_— usS
—_ 4 — pF

Punkt pracy: —Uce =6V, —Ic =1mA, f = 10,7 MHz

Admitancja wejécio-
wa
Yite = grietiow Crre Gue
Clle
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yi2e = g12e i Cize G120

Cize
Modut admitancji
przenoszenia w
przéd IYmé]
Admitancja wyjScio-
wa
Yaze = gszet i Core Js2e
cﬂe

 TRANZYSTOR AF427

Parametry statyczne

przy temp = 298 K
(25°C)

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucg =6V
przy —Ucg =6V,
tamb = 343 K (70°C) —Icao

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =50pA,
1 ET 0

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =50 pA,
RBE =

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ig =50 pA,
—Ic =0

_ICBO

- U(BR) CBo

"U(BR)CES

—Usr)EBD
Parametry dynamiczne

Przy tamp = 208 K
(25°C)

Czestotliwo§é gra-
niczna
przy —UCE =6 V,
—Ic=1mA,

f=20MHz " fr

— 1,7 3

— 20 30 uS
— 1,3 18 pF

30 32

mS

— 40 75 S

min. ¢ maks,

— 40 350 pA

20 —_ — v
20 —_ - v
1 —_ —_— v

min. typ. maks.

MHz

‘Wspbtezynnik szu-
moéw
przy —Uczg =6V,
—I c=1 mA,
§ = 0,5 MHz,
Ry =500Q F
Warto§¢ matosygna-
towa wspélczyn-
nika wzmqcnienia

pradowego*

przy —=Uce =6V,

—Ic=1mA,

f=1kHz haekl. II
kl. III
kl. IV

Parametry czwornikowe

30
40
100

60 —
120 —
300 —

Punkt pracy: —~Ucg=86V, —Ic=1mA, f =0, MHz

Admitancja wej§cio-
wa
Yite = guetjo Cue g11e
. Clle
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yise = gr2etjw Crae Gr2e

Cue
Modutl admitancji
przenoszenia
w przéd [Yare]
Admitancja wyjScio-
wa
Yoze = gazet+ i Coze Oz
Cﬂe

min.

typ.

0,55
5

0,2
1,8

317

3
4,5

maks.

— mS
p— pF

— pF

— mS

J— usS
— pF

Punkt pracy: —Ucg =8V, —Ic=1mA, f=10,7MHz

- Admitancja wyjécio-

wa
Yite = gnetjo Cre Gu1e
Clle
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yize = grgetiw Crze J12e

) Cise
Modut admitancji
przenoszenia
w prz6d [Yore|
Admitancja wejscio-
wa
Yoo = gaetjo Coze Goze
Cooe

TRANZYSTOR AF428

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K
(25°C) .
Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucg =6V
przy —=Ucp =6V,
tamv = 343K (70°C) ~Icp
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =50 uA,
—-I E= 0

—Icmo

~Ur)cro

27

20

1,7
60

20
1,7

34

50

typ.

1,5

40

5 mS
120 pF
60 nS .
2,4 pF . .
— mS
150 pS

ki pF
maks. ~
8 MA
350 pA
— v

* Podziatu na klasy dokonuje sie na zyczenle odbiorcy okreSlone

w zamoéwieniu.



Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =50 pA,

Rpe =0 —U(sr)cES
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy —Ig = 50 nA,

=Ic=0 —=U(sr)EBO

Parametry dynamiczne

przy tomp = 2908 K
(25°C)
Czestotliwo$é gra-
niczna
przy —Ucg =86V,
"'Ic =1 mA,
f= 20 MHz fr
Wspébtezynnik szu-
moéw
przy —Uce =6V,
—Ic =1 mA,
f=10,5MHz,
Ry =500 Q F
Warto§é matosygna-
towa wspétezyn-
nika wzmocnienia

pradowego*

przy —Uce =6V,

—Ic=1 mA,

f=1kHz hoekl. 11
kl, II1
kL 1V

Parametry czworanikowe

20

1

min,

40

30
40
100

typ.

55

— v

-_ v
maks.

— MHz
— dB
60 —_
120 —
300 —

Punkt pracy: —Ucg =6V, —Ic=1mA, f = 0,5 MHz

Admitancja wejécio-
wa
Yite = guetjo Cse gu1e
Ciie
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yi2¢ = greetjo Crze g1ze

Clze
Modut admitancji
przenoszenia
w przdéd |¥ 21}
Admitancja wyj§cio-
wa
Yaze = gozet i Caze goge
CZZe

min.

typ.

100

8

maks.

— S

— nS

Punkt pracy: —Ucg=6V, —Ic=1mA, f=10,7MHz

Admitancja wejécio-
wa
Yite = guetjo Cute guse
Clle
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yize = gizetjw Crze Gize

clza
Modut admitancji
przenoszenia
w prz6d [Yarel
Admitancja wyjScio-
wa
Yize = gaset o Coze Gose
Cese

1,7
60

20
1,7

30

60
52

8 mS
120 pF
100 uS
2,4 pF
— mS
200 uS
9. . pF

* Podzialu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorey okreflone

w zaméwieniu,

TRANZYSTOR AF429
Parametry statyczne

Przy tamo = 298 K
(25°C)

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucg =6V
przy —Ucg =6V,
tamb = 343 K (70°C) —Icgo
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =50 pA,

—Icpo

—Ig=0 —UsrycBo
Napiecie przebicia

kolektor-emiter

przy —Ic =50pA,

Rpe=0 ~UBRrycES
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy —Ig = 50 pA,

—Ic=0 —UemEno

Parametry dynamiczne

przy tams — 208K
(25°C)
Czestotliwo$é gra-
niczna
przy —=Uce =6V,
—Ic=1mA,
f = 20 MHz fr
Wspblezynnik szu-
moéw
przy —Uce =6V,
—Ic=1mA,
f = 0,5 MHz,
Ry =500Q F
Warto§é matosygna-
towa wspblczyn-
nika wzmocnienia

3-7411

min. typ. maks,

— 40 350 pA

20 _ —_ v
20 -_ — v
1 —_ —_ v
min. typ. maks.
.
40 50 -_— MHz

pradowego*
przy —Uceg =6V,
—Ic=1mA,
f=1kHz hoe KLII 30 — 60 —
kl. IIT 40 — 120 —
kL.IV 100 — 300 —
Parametry czwornikowe
Punkt pracy: —Uce=6V, —I¢ = 1mA,f=0,5MHz

Admitancja wejécio-
wa
Yite = guetio Cue gue
Cie
Admitancja przeno-.
szenia wstecz
Yi2e = gzt jow Crze 912e

ClZe
Modul admitancji
przenoszenia
w przéd [¥arel
Admitancja wyj§cio-
wa
Yaze = gosetjo Caze g2ce
Care

min, typ. maks,

— 1 1,6 mS
— 100 175 pF

— 0,2 0,5 S
— 2 24 DF
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TRANZYSTOR AF430

Parametry statyczne

Parametry czwoérnikowe

Punkt pracy: —Uce=6V, ~Ic=1mA, f=05MHz

przy tams = 298 K (25°C) min. typ.  maks. min. typ.  maks.
Prad zerowy kolektora : Admitancja wej§cio-
przy —Ucg =6V —Icpo —_— 1,5 8 RA wa
przy —Ucs =46V, Yiie = guetjo Cute gue — 1,2 2 mS
tamp = 343 K (70°C) —Icmo — 40 350 pA Cie — 175 200 pF
Napiecie przebicia . .
kolektor-baza Admlt?mcqa przeno-
I =50 uA szenia wstecz ‘
przy —='c v < Yi2e = grzetj Croe Gize — 05 2 usS
—Ig=0 Usrcsy 15— — v C 3 4 F
s . 12¢ _ P
Napiecie przebicia
kolektor-emiter Modut admitancji
przy —Ic =50 u4, przenoszenia
Rpe =0 ~Uwprces 15 — — v w przdd [Yare| 25 27 — mS
Napigcie przebicia Admitancja wyjscio-
emiter-baza wa
przy _,IE =50ua, Yase = g2zetjo Coze goze - 8 10 ns
—~Ic=10 —Upres 1 — - v Cise — 9 12 pF
Parametry dynamiczne Punkt pracy: ~Ucg =6V, —Ic =1mA, f=10,TMHz
przy tams = 298 K (25°C) min. _typ. _ maks. Admitancja wej§cio-
Czestotliwo§¢ graficzna -wa
przy —Ucz =6V, Yiie = guetjo Cue Gu1e — 12 — mS
—Ic=1mA, Ciie —_ 150 — pF
f=20 MH,Z fr 30 50 — Mz Admitancja przeno-
Wspblczynnik szumoéw .
rzy —Ucs =6V szenia wstecz
EIC =1 mL;‘ ' Yise = g12atj@ Crze G12e — 180 — puS
- ? (o — 4 — P
f = 0,5 MHz, ) e P
Ry =500 Q Modul admitancji
Warto$§é malosygna- F — 3 —_ dB przenoszenia
Yowa wspblczyn- w przéd [¥a1e} — 22 — mS
nika wzmocnienia Admitancia wyjécio-
pradowego* wa .
pray ___UCE =8v, Yoo = gazet o Coze G2ze — 250 — nS
“'Ic =1 mA, cﬂe — 10 —_ pF
f=1kHz hae kLI 20 — 60 —
k1. IIT 40 —_ 120 — . . . .
Podziatu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorcy okreslone
kLIV 100 — 300 — w zaméwieniu. Y !
DYSTRYBUTOR PRODUCENT

:

BIURO ZBYTU SPRZETU
TELERADIOTECHNICZNEGO
ul, Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435

RA
10/ Ryt

NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM

POLPRZEWODNIKOW ,TEWA”

ul, Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219



